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kazanci elde edilmektedir. Bagka bir deyisle, analog kuvvetlendirme agisindan
bakildiginda, her iki tranzistorun doymada bulundugu bdlge Onem

kazanmaktadir. Esdeger devre yardimiyla devrenin gerilim kazanci hesaplanirsa
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bulunur. Diger bir deyisle, kazan¢ iki elemanin egimleri oraninin I/A, ye
boliinmesiyle hesaplanmaktadir. A, nin 0.1 mertebesinde oldugu diisiiniilecek

olursa, bu yapimin kanal olusturmali yapiya kiyasla daha yiiksek kazang
saglayacagi aciktir.

MOS emetor baglamal kuvvetlendiriciler
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Sekil-2.19. Kaynak baglamali kuvvetlendirici.

Bipolar tranzistorlu yapilarda oldugu kadar MOS tekniginde de 6nemli

bir yapitasi olan emetor yahut kaynak baglamali kat Sekil-2.19°da gosterilmistir.
Bu devredeki tranzistorlara iligkin akim-gerilim bagintilari, tranzistorlarin ¢ikis
direnglerinin ve govde etkisinin ihmal edilmesi halinde
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seklinde yazilabilir. Ote yandan giris fark gerilimi de
AV, =V =V =Vesi Vasa

olur. Bu bagntilarin biraraya getirilmesiyle, devreye iliskin ¢ikig fark akimi

hesaplanirsa
1 [w] 2 ,
Al = 5 /J.COXL LJ.AV, A (AV) (2.46)
H-Cox 5 1

bulunur. Bu bagint1 her iki tranzistorun da doymada kaldiklar1 varsayilarak elde
edilmistir. Fark edilebilecegi gibi, elde edilen bagint:

(2.47)

(2.48)

ise, tranzistorlardan birinin iletkenligi digerine gore ¢ok yiiksektir, bu nedenle
biitiin akim iletkenligi yliksek olan tranzistordan geger; diger bir deyisle, Alp =
Iss olur.

Bipolar emetor baglamali kuvvetlendirici yapisindakine benzer bigimde,
kaynak baglamali ¢ift de, giris geriliminin belirli bir degeri asmas: halinde,
smirlayict etkisi gosterir. Ancak, bipolar emetdr baglamali kuvvetlendirici
yapisindan farkli olarak, kaynak baglamali yapida bu smirlama kutuplama
akimina ve elemanin boyutlarina baghdir. Bu agidan bakildiginda, yapi, bipolar
tranzistorlarda emetore seri direng baglanarak giris gerilimi degisim aralifinin
istenen degere getirilmesine benzer bir davramis gosterir. Cikartilan
bagintilardan, bir tranzistorun kesime siiriilebilmesi i¢in gerekli olan fark giris
geriliminin, denge konumunda g¢aligan tranzistorlara iligkin Vgs-Vr degerinin
(2)** kat1 olmas1 gerekecegi bulunabilir.

Kutuplama akimini arttirarak, kanal boyunu arttirarak ve kanal
genisligini azaltarak, her iki elemanin da aktif olduklar1 bolgenin smirlar
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genisletilebilir. Islemsel kuvvetlendirici giris katlarinda Vgs-Vr birkag yiiz
milivolt mertebesinde tutulur. Boyle bir yapinin farkli kutuplama durumlari i¢in
elde edilecek gecis karakteristikleri Sekil-2.20°de goriilmektedir.

Analog uygulamalar i¢in 6nem tasiyan diger bir biiyiikliik de kaynak
baglamali katin egimidir. Bu egim
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seklinde tanimlanmaktadir. Alp i¢in verilmis olan (2.46) bagintisindan tiirev
alinirsa
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bulunur. AV;=0 olmasi, yani siikunet sart1 altinda egim bagntisi

G = = =1 C FKW
m = &m = &m Tq[Lss H- OXLLJ (2.51)

seklini alir. Diger bir deyisle, kaynak baglamali ¢iftin egimi, bipolar yapilardaki
gibi, her bir tranzistorun siikunetteki egimine esittir. Ancak, bipolar yapilarda
egim sadece kutuplama akimina baglidir ve eleman boyutlarindan bagimsizdir.
MOS fark kuvvetlendiricilerinde ise egim hem kutuplama akimmna hem de
elemanin boyutlarina bagl olmaktadir.
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Sekil-2.20. MOS fark kuvvetlendiricisinin gegis karakteristigi.

- -Vss
Sekil-2.21. MOS fark kuvvetlendiricisinde dengesizlik.

Kaynak baglamali ¢iftin incelenmesi gereken diger bir 6zelligi de giris
dengesizlik gerilimidir. Incelemede basitlik saglamak amaciyla devrede yiik
olarak R direnglerinin kullanildigi varsayilsin (Sekil-2.21). Giris dengesizlik
gerilimine neden olan baslica etkenlerin yiik direnglerinin, tranzistorlarin W/L
oranlarmin ve esik gerilimlerinin degerleri arasindaki dengesizlikler oldugu
kabul edilirse, dengesizlik gerilimi
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biciminde ifade edilebilir. Daha o6nce de yapildigi gibi, fark ve ortalama

biyiikliikler tanimlanirsa
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elde edilir. Vpg giris dengesizlik gerilimi, tanim olarak, eleman toleranslar
nedeniyle ortaya c¢ikacak fark c¢ikis gerilimini tam olarak sifir yapan giris
gerilimidir ve Ip.Ry; = Ip,.Rp, sartin1 gerktirmektedir. Bu sart ve yukarida
tamimlanan biiylikliikler Vg i¢in elde edilen bagntiya gotiriiliir ve yiiksek
dereceden terimler ihmal edilirse, giris dengesizlik gerilimi
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bagntisiyla verilebilir. Bu bagintida AR;, AVy, A(W/L) iki eleman arasindaki
fark bilesenlerini, Ry, Vi ve (W/L) de ortalama degerleri gosterirler.

Bagintidan fark edilebilecegi gibi, yiik elemanlar1 arasindaki bir dengesizlik
veya W/L oranlarindaki bir dengesizlik gerilimi dogrudan dogruya Vgs - Vrt ile
carpilmaktadir. Vgs - Vg biylikligi tipik olarak birkag yliz milivolt
mertebesinde olur. Bipolar emetor baglamali ¢iftlerde ayn1 dengesizlik terimleri
kT/q ile, yani ¢ok daha kiigiik degerli bir carpanla carpilir. Bu nedenle,
MOS kaynak baglamali ¢ift bipolar emetor baglamali ¢ifte gére, ayn1 orandaki
geometrik dengesizlikler i¢in daha ytiksek bir giris dengesizligi gosterir.



2.24

Doymali kanal olusturmal yiiklii fark kuvvetlendiricisi

Doymal1 kanal olusturmalr yiikli fark kuvvetlendiricisi Sekil-2.22de
verilmistir.

+Vy

Sekil-2.22. Doymali kanal olugturmali yiiklii fark kuvvetlendiricisi.

Kiigtik isaret esdeger devresinden yararlanilirsa, devrenin fark gerilim kazanci
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ortak isaret kazanci
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olur. Fark isaret kazancim1 veren (2.55) bagintisinda g, ve g,; buyiikliikleri
(W/L) oranlar1 cinsinden yerlerine konursa
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